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名前・学部・学科等  葛原正明・工学部・電気・電子工学科 
研究情報の分類 □シーズ  □特許  □新製品  ■分析/解析  □調査 
研究分野の分類 10 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 ■ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 
キーワード(5 個以内) 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ 高周波 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 可視化 ﾓﾝﾃｶﾙﾛ法 
研究情報の名称 半導体デバイスの二次元シミュレーション技術 
１．概要 携帯電話や無線 LAN などに用いられる化合物半導体デ
バイスの増幅特性や発振特性をコンピュータを使って解析する。
電子の動きを物理に忠実に追跡できるため、実際には目に見えな
い電子輸送現象を可視化して分析可能。種々のデバイス物理を理
解するとともに、各種回路動作に適したデバイス構造の提案と性
能予測、実際の回路設計のツールとして応用できる。 
２．内容 デバイス内部の伝導電子の全状態を運動量空間と実空間
の両方で追跡するモンテカルロ・アルゴリズム
を採用。ナノ構造で顕著に現れる非定常電子輸
送やホットエレクトロン効果などを忠実にコン
ピュータ上で再現できる。フォートラン・プロ
グラムは全て自主開発。 
３．応用例 窒化物半導体を用いた高電圧駆動の増
幅器や発振器の構造＆回路設計に応用可能。 
グラフィカルな社会還元までのチャート 
関連している企業・大学・団体等 なし 
関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 IEEE Trans. Electron Devices, vol.47, pp.1965-1972, 2000. 
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